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はじめに：酸化物を用いた 3 次元ナノヘテロ構造の研究が盛んに報告されており、ナノ構造の界

面の増大によりデバイス効率の向上が期待されている。我々のグループは酸化物半導体材料系に

おいて、ウルツサイト型構造 ZnO(n 型半導体)、岩塩型構造 NiO(p 型半導体)に着目し、3次元自己

組織化ナノヘテロ構造の創製による太陽電池などの高効率エネルギー変換デバイス応用を目指し

研究を行っている。本講演では、バルク(Zn1-xNix)O 混合体の相分離構造解析及びエピタキシャル

薄膜結晶成長によるナノ構造制御について報告する。 

実験及び結果：バルク(Zn1-xNix）O 混合体において、各組成比で

のバルク試料の相分離状況を解析した。図(A)の X 線構造解析に

より、混合体はウルツサイト構造(Ni 固溶 ZnO：Zn(Ni)O)と岩塩

型構造(Zn 固溶 NiO:Ni(Zn)O)の 2 相に相分離しており、X=0.1-0.

6 の範囲で相分離現象が起きていることが判明した。更に、(Zn1-

xNixO)混合物(X=0.3)をターゲットとしてパルスレーザー堆積法

で SrTiO3(111)基板上に作成した薄膜試料の X 線回折面直測定

の結果を図 (B)に示す。エピタキシャル関係はウルツサイト型 Z

n(Ni)O(001)//岩塩型 Ni(Zn)O(111)//SrTiO3(111)が測定され、さら

に面内測定でも Zn(Ni)O<110>で六回対称及び、Zn(Ni)O<110>//Ni

(Zn)O<110>//SrTiO3<110>が測定され、ウルツサイト型 Zn(Ni)O/ 

岩塩型Ni(Zn)Oエピタキシャル相分離薄膜の成長に成功した。

図（C）に走査型電子顕微鏡(SEM)で観察した結果を示す。Zn(N

i)O(001)面に起因する六角柱状構造と Ni(Zn)O(111)面に起因する三

角柱状構造が成長しており、方向性も揃っている様子が観察された。 

ナノ構造化に及ぼす格子ミスマッチの相関、成膜温度依存性につい

ても報告する。 
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図(A). バルク(Zn1-xNix)Oの X線構造回折 
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図(B). (Zn1-xNix)O薄膜の X線構造回折 

300nm 
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図(C). ウルツサイト型Zn(Ni)O/ 岩

塩型 Ni(Zn)O エピタキシャル相分

離薄膜の表面 SEM像 
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